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Einleitung

Man soll es janicht glauben, aber so ein Umzug bringt Dinge hervor, die schon langst der
Vergessenheit angetan waren.

Im Zuge der Umzug-Aktion des ehemaligen Museums ,, Technik im Turm® des ehemaligen

» Werk fir Fernsehelektronik Berlin® (WFB) in den ,, Industriesalon Oberschoneweide” ist mir
auch eine spezielle Ledermappe mit Siegelndpfen in die Hande gefallen — und siehe da—
sogar noch mit Inhalt.

Und was fur welcher!

Alsich beim Offnen ,VVS-Dokumente* erblickte, musste ich unwillkiirlich an alte Zeiten
denken und schaute mich vorsichtig um, ob denn da niemand ,,vom Klassenfeind“ war, der da
eventuell mitlesen wollte.

Ja, jaalte Gewohnheiten - esist eben sehr lange her...

Zur Erklarung:
VVS = Vertrauliche Verschluss-Sache, die nicht am normalen Arbeitsplatz aufbewahrt,

gelesen oder bearbeitet werden durfte, sondern in besonders dazu hergerichteten
Arbeitsraumen und nach Beendigung der Arbeiten auch wieder dort in speziellen
Panzerschrénken verwahrt wurden. Kopien waren streng verboten und Notizen durften nur in
einem so genannten ,, Personlichen VVD-Buch® gemacht werden, welches man mit in den
gesicherten Arbeitsraum nehmen durfte und ansonsten immer unter Verschlussim
Abteilungs-eigenen Panzerschrank war. Die Notizen wurden vom zusténdigen staatlichen
Leiter kontrolliert und bei Missfallen kam es auch vor, dass die ganze Seite im Reif3wolf
landete. Die Seiten waren nummeriert und bel einer Sicherheitskontrolle — die gab es
mindestens monatlich —war man dann in furchtbarer Erklarungsnot, falls man sich die
fehlende Seite nicht sofort beim Entfernen bestétigen lassen hat.

Doch nun zum Inhalt der Mappe.

Es geht bei den Dokumenten um die Errichtung des neuen Optoel ektronik-Zentrums in
Berlin-Hohenschénhausen und in Pankow. In Pankow gab es schon einen Betriebteil des
WFB und dieser sollte durch Neubaumal3nahmen entschieden erweitert werden.

In Hohenschdnhausen — bisher bekannt geworden nur durch den berlichtigten Stasi-Knast —

gab und gibt es ein grofes Platten-Neubaugebiet, aber Industrie-Ansiedlung nur sehr wenig.



Das sollte sich &ndern — in den 80ern im Zuge des letzten Parteitagsbeschluf3 zur
Intensivierung der Mikroelektronik in der DDR wurde zur Umsetzung dessen vom Kombinat
Mikroelektronik auch der weitere Ausbau des WFB in die Wege geleitet.

Worum es dabei im Einzelnen ging, mit welchen Problemen die Genossen zu kémpfen hatten,
das alesist Inhat dieser VV S-Dokumente.



Vorgeplankel

Als bereits Anfang der 80er Jahre klar wurde, dass mit den zur Verfligung stehenden
Kapazitadten im WFB weder in Qualitét, noch Menge den stetig steigenden Bedurfnissen der
DDR-Elektronik-Industrie, sowie auch der beginnenden Elektronisierung bisher nicht
vordergrindig damit befasster Industriezweige befriedigt werden konnte, wurden in
strategischen L eitungsentscheidungen Konzepte erarbeitet, die dem Rechnung tragen sollten.
Ein Hauptgrund war aber massiver Druck seitens der ,, speziellen Bedarfstrager”, d.h. von
NVA, Staatssicherheit, MdI usw.

All diese Forderungen liefen unter hochster Prioritét, d.h. as so genannte ,,LV O-V orhaben®
(Vorhaben nach den Prinzipien der Landesverteidigungs-Ordnung).

Wegen kleiner Stiickzahlen konnte in der Vergangenheit durch immensen manuellen
Aufwand Vieles bereitgestel It werden, aber zu welchen Kosten! Aul3erdem ging Vielesin der
gerade beherrschbaren Halbleitertechnik wirtschaftlich erst mit dem Ansatz einer
Massenproduktion zu realisieren.

Wahrend sich die Standorte Frankfurt/Oder, Erfurt und Dresden des Kombinats
Mikroelektronik (KME) auf integrierte Schaltkreise spezialisierten, sollte in Berlin ein

» Mikro-Optoel ektronik-Zentrum (MOEZ)“ aus dem Boden gestampft werden. In[1] sind
dazu erste Vorstellungen aufgeschrieben, nicht ohne auf die besonderen Erfordernisse der

Landesverteidigung hinzuweisen.

Daraus geht hervor, dass bereits am 02.04.1984 in dem Antrag an die Staatliche
Plankommision (SPK) der Standort Hohenschdnhausen bestimmt wurde. Auf3erdem wurde
zeitgleich mit dem Segen der Zentralen Staatlichen Inspektion fur Investitionen (ZSII) in
einer Anayse festgestellt, dass (Zitat) ,, Nutzung und Schaffung von Kapazitéaten fir
Forschung, Entwicklung und Produktion von mikrooptoel ektronischen Bauelementen,
Modulen und Systemen ...die Notwendigkeit zur extensiven Erweiterung und Schaffung einer
komplexen Basis... (belegen). Diesen Erfordernissen sollte mit dem Aufbau eines
» Mikrooptoel ektronikzentrums Berlin — (MOEZ)"* Rechnung getragen werden.
Der Gesamtkomplex sollte folgende Tellbereiche umfassen:

- Produktionskomplex fir optoel ektronische Bauelemente

- Fertigungskomplex fir Module und Systeme

- Technikum/Industrieinstitut

- Spezialmaschinenfabrik



- Erforderliche Komplexe fur Hilfs- und Nebenprozesse
Das Gesamtvorhaben war geplant bis 1989 zu realisieren. Das Gesamtkonzept war so
ausgel egt, dass elne erweiterungsfahige Produktionsbasi s entsprechend den Erfordernissen der
90er Jahre entstehen sollte, die der Bedarfsstruktur der Gesamtvolkswirtschaft und dem
Export adaquat aufzubauende Kapazitéaten erlauben. Gleichzeitig wirden damit Forschungs-
und Entwicklungskomplexe fir die strategischen Entwicklungslinien der Mikrooptoel ektronik
geschaffen.

Nach dem Konzept aus dem WFB von 1984 [1] war das Vorhaben in 13 Teilvorhaben
gegliedert, die dann (nach der staatlichen Bestdtigung) in einem strengen L eitungsregime
unter Fihrung keines Geringeren, als dem Staatssekretér im Ministerium fir Elektrotechnik
Elektronik (MEE), Karl Nendel stand.



Realisier ungskonzept

Teilvorhaben 1 — Vorbereitete MalRnahmen
Als vorbereitende Mal3nahmen wurden vorgesehen:
- Erschlief3ung des Baugeschehens
- Sicherung der Baustelle (Sicherungsmal3nahmen und Bewachung)
- Zentrale Baustelleneinrichtung
- Bauarbeiterversorgung
Um solches zu realisieren, war z.B. geplant die Betriebsgaststétte im Bauverlauf vorzuziehen,
um sie dann als Bauarbeiterversorgung voribergehend nutzen zu kénnen.
Die medientechnische Erschlief3ung (Wasser, Abwasser, Elektroenergie und Fernwarme)

sollte ebenfalls vorab erfolgen.

Teilvorhaben 2 — Instandhaltungsbereiche

Die komplexe Struktur des,, Mikrooptoel ektronikzentrums* erforderte auch einen
eigenstandigen Bereich, der die vielfaltigen Maschinen und Anlagen, sowohl in der
Produktion, wie auch fur F& E- und sonstigen Abteilungen instandhalten sollte, ohne auf die
ohnehin Uberlasteten Kapazitdten den Stammwerkes in Oberschoneweide angewiesen zu sein.
Dafur wurden fast 300 Arbeitskréfte geplant, die aber im Schichtbetrieb eingesetzt werden
sollten, ebenso Lagerflachen und Arbelitsplétze in einem 4-geschossigen Kopfbau mit einer
Gesamtflache von tiber 7000m?2.

Teilvorhaben 3 — Transport- Umschlag- und Lagerkomplex
Darunter war zu verstehen:
- Versand- und Fertigwarenlager
- Metadl- und Normteilelager
- Chemikalienlager und Spezial-Gaslager
- Fuhrpark und Werkstétten
Hier waren etwa 120 Arbeitskréfte vorgesehen, die auch im Schichtbetrieb arbeiten sollten.
Der Flachenbedarf ist mit 270000m?2 angegeben.

Teilvorhaben 4 — Sozialkomplex
Entsprechend dem Umfang des V orhabens und des weitgehend autarken Standorts ergab sich

die Notwenigkeit fir die geplanten fast 3500 Arbeitskréfte zentralisierte soziale, medizinische



und kulturelle Betreuung der Werktétigen vorzusehen. So sollte die geplante
Betriebsgaststétte ebenfalls fur die Betriebsberufsschule und somit in der Hauptzeit fast 3000
Essensportionen bereitstellen. Da Typenprojekte fir solche GrdfRenordnungen nicht
existierten, sollte eine modifizierte Wohngebietsgaststétte als Grundlage dienen. Zusétzlich
waren aber noch arbeitsplatznahe Imbisseinrichtungen und eine Verkaufsstelle fir Waren des
taglichen Bedarfs vorgesehen.

Insgesamt waren fir die Betriebsgaststétte (einschliefdlich der Imbiss-Verkaufstellen), des
Betriebsambul atoriums und der Betriebsverkaufsstelle tber 4500m? Flache und 155
Arbeitskréfte (teilweise im Schichtbetrieb) vorgesehen.

Teilvorhaben 5 - Beteriebsberufsschule
Sowohl fir die Produktion, als auch fir die Instandhaltung der vielfaltigen Maschinen und
Anlagen sind hochqualifizierte Facharbeiter notwendig gewesen, die — ebenso wie die
Erwachsenenqualifizierung — in der extra dafUr vorgesehen Betriebsberufschule ihre
Ausbildung erhalten sollten. Es war eine Kapazitéat von 350 Lehrlingen geplant, diein
folgenden Ausbildungsberufen aufgegliedert war:

- Elektromontierer

- Facharbeiter fir Fertigungsmittel

- Zerspanungsfacharbeiter

- Dreher

- Facharbeiter fir Anlagentechnik

- Maschinen- und Anlagenmonteur

- Facharbeiter fir MSR-Technik
Fur die berufstheoretische Ausbildung war ein mehrgeschossiges Gebéaude geplant, wahrend
die Werkstattausbildung in einem Hallenbau mit entsprechenden Sozialréumen vorgesehen
war. FUr den obligatorischen Sportunterricht sollte ebenfalls noch eine Turnhalle
(Typenprojekt) entstehen.
Insgesamt waren tber 10.000m? Fl&che und 85 Arbeitskrafte geplant.

Teilvorhaben 6 — Optoel ektronikfabrik

Die Optoelektronikfabik war der eigentliche Hauptteil des Gesamtvorhabens. Mit dem
spezifischen Charakter einer VL SI-Halbleiterfabrik und dem durch die Typenvielfalt der
optoel ektronischen Bauel emente gegebenen Anforderungen war das eine der grofdten

Herausforderungen. Der Fertigungsprozess gliedert sich auch hier in:



- Zyklus | — Bearbeitung von Silizium- und anderen Halbleiterscheiben mit Durchmessern
grofier als 100mm auf weitgehend verfligbaren automatisierten Ausrtistungen,
sowie eine schrittweise Verkettung flexibler Fertigungsabschnitte. Eine zweite
Linie fur 76mm-Si-Scheiben war ebenfalls noch vorgesehen.

Extreme Anforderungen bedingt durch die zum Einsatz kommenden
Technologischen Spezialausristungen (TSA) in Reinen Raumen erforderten
hochste Anstrengungen beziiglich Staubfreiheit, Schwingungsarmut und Qualitét
der Medien.

- Zyklus 11 — Verbringen der fertig bearbeiteten und vorgepriften Chips in entsprechend dem
Anwendungszweck vorgesehene Gehause (Verkappen). Hier waren manuelle,
wie auch teilautomatisierte Strecken vorgesehen, deren Vielfaltigkeit jedoch im
Vergleich zur normalen Schaltkrei sproduktion weit hthere Anforderungen
stellte.

Gleichermalien hohe Anforderungen wurden an die Qualifikation der Beschéftigten gerichtet,
well damit Qualitét und Flexibilitdt bei neuen Bauelementen und Verfahren eine
Innovationsrate von 3 Jahren sicher sollte.

Aus wissenschaftlich-technischen, organisatorischen und auch aus Kostengriinden wurden
deshalb im gleichen Komplex F/E-Teilstrecken fur VL SI-Technologien und Qualitétslabors
einschliefdich der multivalent nutzbaren Rechentechnik integriert. Durch diese Konzentration
von F/E und Produktion sollte eine Fertigung bereits im frihen Entwicklungsstadium
international Ublichen Zeiten fur die Entwicklung von Basistechnologien und deren
Uberleitung an die Produktion sichern.

Eswurde dabel von Entwicklung des volkswirtschaftlichen Bedarfs an optoel ektronischen
Bauelementen von etwa 100MioM im Jahre 1987 auf eine Grofenordnung von weit tber
600MioM fir das Jahr 1992 ausgegangen.

Ebenfalls in diesem Komplex sollten Bauelemente fir die so genannten ,, Speziellen

Bedarfstrager, d.h. nach LV O hergestellt werden. Hierbei waren Kooperationen mit dem
Kombinat CZ vorgesehen und sollte ein Volumen von 130 MioM umfassen. Dabel waren
jedoch die Anforderungen unter 6konomischen Gesichtspunkten so formuliert, dass diese



Bauelemente gleichzeitig fur zivile Zwecke, wie Fernsehtechnik und Bilderkennungssystemen
in CAM-Ldsungen fur Industrie und Landwirtschaft zum Einsatz vorgesehen waren.

Nach vollstéandiger Inbetriebnahme waren dort 1145 Werktétige fur F/E und Produktion
geplant. Von der geplanten 25.000m? Nutzfl&che sollten rund 10.000m? fur reine
Produktionszwecke und ca. 10.000m? fur F/E vorbehalten sein. Die restliche Flache galt als
Nebenflache und war fir soziale (z.B. Umkleiderdaume), kulturelle und gesundheitsrelevante
Einrichtungen vorgesehen. In der fur Produktion und F/E geplanten Nutzflache waren auch
die erforderlichen, klassifizierten Reinraume enthalten:

R-KI 10%  1050m?
R-KI10®  1050m?
R-KI.10*  3200m?
R-KI.10°  4500m?

Des Weiteren sollten in den Gangbereichen (,, Graubereich®) von ca. 3500m? ebenfalls den
Reinraumklassen angepasste |ufttechnische Qualitéten realisiert werden.

TV 7 — Lenkung und Leitung

In diesem Verwaltungsbereich sollten alle Querschnittsfunktionen, wie z.B. die zentrale EDV,
sowie die staatliche Leitung mit allen ihren Nebeneinrichtungen untergebracht werden.
Darunter falen z.B. auch die Betriebsparteiorganisation der SED (BPO), die FDJ, GST, KdT,
Betriebssport-Organisation (BSG), Zivilschutz und die Kampfgruppe.

Dafur war eine Gesamtflache (Buro-, techn.-physikalische Labore, technische Betriebsraume)

von ca. 12.000m? vorgesehen, wobel hier 289 Arbeitskréfte zum Einsatz kommen sollten.

TV 8 - AulRenanlagen

Zum Komplex der Aul3enanlagen gehdrten neben der Einfriedung/Turen und Tore die
Gebaude der Betriebswache, die Stral3en, Wege und Plétze, ebenso die Griinanlagen und
»Kunst am Bau“. Der Hinwels auf ein topografisch geprégtes Wildschutzgebiet hatte
besondere Vorkehrungen bel der konkreten Ausgestaltung der Aul3enanlagen zur Folge.



TV 9 — Gerétefabrik

Dieses Teilvorhaben gehort eigentlich nicht in das BV ,, Hohenschonhausen®, weil es an
einem anderen Standort und zwar dem des WFB-Betriebstells ,, Pankow* realisiert werden
sollte. Hier war insbesondere die Produktion von Geratschaften fur ,, Spezielle Bedarfstrager”
(LVO-Projekte) geplant, die in enger Kooperation mit dem Militartechnischen Institut (MIT),
Carl-Zeiss-Jena, AdW, TU Dresden und Messelektronik Berlin (MEB) organisiert war.

Es ging dabei u.a. um spezielle Sensoren ,, PEZ- und PEM-Kopfe®, ,, QEZ- und QEM-Kopfe®,
Positionsempfangermodul e und spezielle Laserdioden im Werte vom 135 MioM.

Die Fertigungskapazitdten sollten jedoch aus 6konomischen Gesichtspunkten gleichzeitig zur
Bedarfsdeckung von Automatisierungsvorhaben innerhalb der Volkswirtschaft dienen.

Geplant war eine Steigerung der Warenproduktion bis 1992 auf 225 MioM.

TV10 — Energie und Medien

Eine der groften Herausforderungen war bereits die bedarfsgerechte Ver- und Entsorgung von
Grund-Medien, wie Elektro, Warme, Erdgas, Wasser und Abwasser. Wahrend es zu

L etzterem moglicherweise die geringsten Probleme gegeben hétte — das Grof3-Klarwerk
Falkenberg war gleich nebenan — sollte schon der E-Anschluss mit 23 MW in Anbetracht der
immer an der obersten L eistungsgrenze der Ortsnetze gefahrene Elektroenergieversorgung
Berlins zu einem schier unldsbaren Problem werden.

Auch die Fernwarmeversorgung mit 115 GJ stellte das 6rtliche Heizkraftwerk Lichtenberg, an
welchem bereits ale Neubau-Plattenhaus-K omplexe in Marzahn, Hellersdorf und
Hohenschonhausen hingen, an eine unldsbare Aufgabe.

Ebensolches galt fur die Trink- und Brauchwasser-V ersorgung. 4600m? konnten nicht so mal
eben aus dem stédtischen Netz gezogen werden.

Fir die Ver- und Entsorgung von speziellen Medien, wie z.B. entionisiertes Wasser und
Entsorgung schadstoffbel asteter Abwéasser mussten sowieso Eigenversorgungsaniagen
geschaffen werden.

Gleiches galt auch fur die zentrale Bereitstellung zahlreicher Prozessgase, wie z.B. Stickstoff,
Sauerstoff, Wasserstoff, ebenfalls Druckluft und Vakuum. Nur fir wenige Spezialgase wurde
ein Fremdbezug als Flaschenware angestrebt.

Die fur den Betrieb der Reinraume und Klimaanlagen notwendigen Kaltwasser-Anlagen und
Unterdruckerzeuger hatten in der Planung ebenfalls noch den Status ,,ungel 6st”.



Um dieses hochkomplexe V ersorgungsnetzwerk realisieren zu kénnen, wurde eine
umfangreiche Trassenplanung vorgenommen, die sowohl Rohrleitungen, wie auch Kabel- und

Leitungstrassen in vorzugsweise unterirdischer Ausfihrung vorsahen.

TV 12 — Industrie-Institut

Obwohl nach auf3en hin der Anschein einer zivilen Grundlagenforschung gesetzt werden
sollte, war das im MOEZ eingegliederte Industrie-Institut doch hauptsachlich fur die Belange
der Landesverteidigung (LVO) zustandig. Jedenfalls waren die angestrebten Forschungs-
Schwerpunkte

- Quantenel ektrische Empfanger-Matizen auf A, -B,y-Basis, z.B. CdHgTe
- Integrierte Optoelektronik auf A By-Basis, z.B. GaAs, InP

- Displays

in erster Linie fur die speziellen Bedarfstréger von besonderer Bedeutung.

Das Industrie-Institut sollte als Hauptkooperationspartner - getreu sowjetischem Vorbild - mit
der Geratefabrik und der Optoel ektronikfabik die LV O-bestimmenden Aufgaben |Gsen.

Zu den vorzusehenen Ressourcen — Flache und Beschéftigte - wurden keine Angaben
gemacht.

TV 13 — Spezialmaschinenfabrik
Die speziellen Erfordernisse der Optoelektronik an Ausriistungen fur den F/E-Bereich und an
Fertigungsausrustungen (TSA) zur Produktion von

- Optosensoren

- Bilderkennungssysteme

- Waérmebildgeréte

- Hableiterlaser

- Bauelemente fur Lichtleiter-Nachrichtentibertragung

fUr die Bereiche Optoelektronikfabrik, Geratefabrik und das Industrie-Institut machten vor
allem durch die Privilegierung as LV O-Dringlichkeit eine von Importen unabhangige



Entwicklung und Fertigung entsprechender Spezialausriistungen und daran angekoppelte
Technologie-Entwicklung notwendig.

Insbesondere sollten spezielle Verfahren und Anlagen, wie z.B. das MOCVD, sowie
Spezialwerkzeuge und ganze Transportstrecken entwickelt werden, wobei man sich jedoch
auf die bisherigen Erfahrungen im WFB stiitzen wollte.

Ziel war auch eine Vereinheitlichung der Grundlagenforschung im Industrie-Institut und der
Produktion in der Optoel ektronikfabrik, die nicht ohne einen leistungsfahigen und flexiblen
Ratiomittel- und Fertigungsmittelbau moglich sein wirde.

Auch hier wird auf die durch den LVO-Charakter der beteiligten Bereiche bedingte
Dringlichkeit hingewiesen.

Zu den vorgesehenen Ressourcen — Flache und Beschéftigte - wurden keine Angaben

gemacht.

TV14 — Erweiterungsmaldnahmen
Bereits angedacht, aber nicht weiter untersetzt und ausgefiihrt ist dieser Bereich.

MOEZ - Zeitplan Teilvorhaben

Baubeginn Bauende
TV1 Vorbereitende Mal3nahmen 7185 3/86
TV2 Instandhaltung 1/86 12/86
TV3 TUL-Komplex 1/86 6/87
TV4  Sozialkomplex 1/86 3/87
TV5 Betriebsberufsschule 6/86 12/87
TV6 VLSI-Optoelektronikfabrik 1/86 1/88
TV7 Lenkung und Leitung 6/86 9/87
TV8 Aulkenanlagen 1/86 1/89
TV9 Gerétefabrik 1/86 9/187
TV10 Energieund Medien 1/86 9/87
TV11 Trassen 1/86 1/89

TV12 Industrie-Institut 1/87 1/89



TV13 Speziamaschinenfabrik 1/87 1/89
TV14 (Erweiterung, war schon angedacht, jedoch ohne Termine)

Soweit der Vorhaben-Plan zum ,, MOEZ* von 1984, wie er vom Betriebsdirektor (BD) des
WFB dem Generaldirektor (GD) des KME vorgelegt und von diesem bestétigt wurde.
Da eine solche Investitions-Dimension nicht vom WFB bzw. dem KME allein gestemmt

werden konnte, kamen die Beschliisse von Partel und Regierung gerade recht.

Nachfolgender Liegenschaftsplan des MOEZ (SWH) gibt einen Uberblick zum geplanten
Gesamtprojekt. Die Verlangerung der Pablo-Picasso-Strale in Richtung Hohenschénhauser
Stralleist as Bitterfelder Straf3e direkt an die Heinrich-Rau-Allee (jetzt Markische Allee)
angebunden, welche wiederum als Autobahnzubringer eine sehr gute Verkehrsanbindung des
SWH redlisierte.

Vom geplanten Gesamtkomplex wurde allerdings nur noch der Rohbau des mehrstéckigen
Industriegebaudes ,, Neue Technologien® realisiert. Die meisten Gebaude der Baustufe 1/1 sind
Uber die Planungsphase, Bauvorbereitung bzw. Grundsteinlegung nicht mehr
hinausgekommen - von den darauf folgenden Baustufen 2 und 3 ganz zu schweigen.
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Realisierung

An Hand einer ersten Durchsicht — diagonales Lesen, Katalogisierung und terminlicher
Einordnung — soll versucht werden, eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse zu geben.
Dadas derzeit zur Verfigung stehende Dokumentenmaterial sehr umfangreich ist (Anhang),
wiurde eine detaillierte Bearbeitung, einschliefdich weiterer, daraus resultierender Recherchen,
eher den Aufwand einer wissenschaftlichen Arbeit vergleichsweise einer Dissertation
bedeuten.

Diesist hier (noch) nicht erfolgt.

Zusammenfassend kann jedoch folgendes festgestel It werden:

Bereits Anfang der 80er Jahre wurde auf Druck der Anwenderindustrie nach immer mehr,
immer besseren und vor alem nach vielen neuen Opto-Bauelementen die F/E-Leitung des
WFB genttigt, sich in einem mehr oder weniger ,, offenen Brief“ an den Betriebsdirektor zu
wenden, um die Optoelektronik im WFB al's SchlUsselindustrie der DDR-V olkswirtschaft
voranzubringen. Dawar an einen staatlichen Auftrag zum Vorhaben ,, MOEZ* noch gar nicht
zu denken.

Zunéchst wurde versucht, mit innerbetrieblichen M6glichkeiten die vorhandenen Ressourcen
der Optoelektronik weiter auszubauen. Trotz der kirzlich erst etablierten Auslagerung der
LED-Produktion in das WFB-Zweigwerk in der Lichtenberger Rhinstrasse mufdte
vorausschauend festgestellt werden, dass perspektivisch gesehen die vorhandenen und die
jahrlich planbaren Mittel bei weitem nicht ausreichen wirden, den derzeitigen (1980) und

zukUnftigen Anwenderforderungen gerecht zu werden.

Innerhalb des Stammwerkes in Oberschoneweide ging gar nichts mehr. Schon jahrelang
erfolgte ein Kampf der verschiedensten Abteilungen um vorhandene bzw. noch zu schaffende
Flachen auf dem nun mal begrenzten WFB-Gelande des Stammbetriebes Ostendstrasse.
Verschéarft wurde das noch durch den Neubau des Bildrohrenwerkes auf dem gleichen
Gelande, womit weitere ,, Nebenfldchen® in Anspruch genommen werden mussten. Eine
Gelande-Erweiterung in Oberschoneweide kam auch nicht in Frage, da keiner der anderen
Industriebetriebe, wie z.B. KWO, TRO oder BAE bereit waren, auch nur einen Quadratmeter
abzugeben.



Also blieb nur eine extensive Erweiterung Ubrig, welche aber ohne die Mithilfe staatlicher
Organe nicht zu organisieren war.

Was folgte, waren Konzepte, die as Vorlagen Uber das Kombinat Mikroelektronik (KME) an
das Ministerium fur Elektrotechnik und Elektronik (MEE) herangetragen wurden. Aber auch
dort war Uber solche Dimensionen (es ging hier um viele 100Mio Mark) nicht allein zu
entscheiden.

Aul3er der Staatlichen Plankommission, die wiederum Kontrollorgane, wie z.B. die Staatliche
Investkontrolle einschaltete, wurde nattrlich auch der Magistrat von Berlin mit einbezogen,
well es auch um Inanspruchnahme von bisher unbebauten Flachen, Arbeitskraftelenkung und
Infrastruktur ging.

Das Ministerium fr Post- und Fernmel dewesen musste zustimmen, weil ja schlief3dlich eine
grof3e Nebenstellenanlage mit einigen hundert L eitungen neu eingerichtet werden musste.
Was allein schon dieses kleine Detail im grof3en Ganzen fur Probleme bereitete, kann sich
jeder vorstellen, der ma privat einen Telefonanschluld mit nur einer Leitung beantragt hatte.
Es war sogar vorgesehen, einen Gleisanschluss der Deutschen Reichsbahn as
Betriebsanschluss zu verlegen - trassenmal3ig bestand dazu die M 6glichkeit.

Erst nach langerem Hin un Her und vor alem Dank der hochgespielten LV O-Dringlichkeit
wurde dann von den wesentlich Beteiligten prinzipielle Zustimmung gegeben. Das hief3 aber
noch lange nicht, dass damit alle Probleme beseitigt waren und mit dem Bauen begonnen
werden konnte.

Trotzdem gab das MEE mit dem Staatsauftrag zur Errichtung des,, MOEZ* Griines Licht.
Dieser Staatsauftrag wurde dann Uber das KME an das WFB durchgereicht und dieser
versuchte das dann a's Staatliche Auflage umzusetzen.

Daim Berliner Raum keine Baukapazitdten mehr verflgbar waren — das ehrgeizige Berliner
Wohnungsbauprogramm band auf3er den vorhandenen Berliner Kapazitéten schon Vieles
mehr aus der ganzen Republik —wurde durch MEE-Beschluf3 festgelegt, dass der Thiringer
Baubetrieb , Elektro Invest” als General iibernehmer (GU) das Vorhaben meistern sollte.
Aber auch deren Kapazitéten waren arg beschrankt und grof3er Enthusiasmus ist aus den
zahlreichen Bauprotokollen auch nicht zu entnehmen. Schnell stellte sich heraus, dass die
geplante Konzeption weder materiell — die Kosten wuchsen schneller als der Plan vorsah —
noch terminlich aufging.



Zahlreiche meist parald tagende Fuhrungsstabe versuchten dem Chaos Herr zu werden. Da
das Vorhaben nun auch noch LV O-Dringlichkeit besal3, griff sogar der stellvertretende
Minister Staatssekretér Karl Nendel personlich ein. Zu mindest hoffte man damit wenigstens
noch einen Tell des ganzen Vorhabens zum 40. Jahrestag der DDR préasentieren zu kénnen.

Da kam jedoch ein bedeutendes Ereignis dazwischen — nein die Wende war das (noch) nicht.
Auf einer der letzten Strategie-Beratungen der Warschauer Vertragsstaaten Ende der 80er
Jahre wurde seitens der sowjetischen Seite — entsprechend der Liberalisierung

Gorbaschow’ scher Politik — nun pl6tzlich von Vielem Abstand genommen, was noch kurz
vorher mit letztem Kraftakt in die Volkswirtschaftspléne ,, gedriickt” wurde. So fielen z.B. die
automatischen Zielfernsucher fir taktische Raketen von Carl Zeil3 Jena (KCZ) weg und damit
auch der geplante Einsatz hochempfindlicher CCD-Matrizen fir elektronische Kameras. Jene
CCD-Matrizen waren aber (u.a.) der Dreh- und Angel punkt neuer optoel ektronischer
Sensoren, die im ,, Sensorwerk Hohenschonhausen® hergestellt werden sollten.

Die Vorhaben-Planer sahen das zwar nicht so verbissen — schliefdich war der LV O-Bedarf
keinesfalls der Hauptbedarf der sonstigen Anwenderindustrie — und hier sah man vor alem
die der industriellen Fernsehkameras fur die Automatisierungstechnik. Hier wurde ein riesiges
Bedarfs-Potential prognostiziert, welches - wenn man sich das heute ansieht - auch
bewahrheitet hat.

Man hatte allerdings nicht mit den nicht unter MEE-Kontrolle stehenden Baubetrieben
gerechnet. Da konnte der GU nur lakonisch feststellen, dass seinen K ooperationspartner, der
VEB Bau X oder Y usw., seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen wollen, dasich
nun eine neue Lage ergeben hat.

Die Baukolonnen wurden abgezogen und die Baustelle verweiste.

Von dem gesamten Konzept mit vielen Gebauden und weiteren Baulichkeiten war bislang nur
ein mehrstdckiger Industriebau halbfertiggestellt. In einer so genannten Anpassungs-
konzeption wurde nun versucht aus den Gegebenheiten doch noch irgendetwas zu machen,
um wenigstens den Standort ,, Sensorwerk Hohenschdnhausen® in Betrieb zu nehmen. Dann
sollte — so wie es bisher immer im WFB gewesen ist —in kleinen Schritten mit eigenen
Kréften das Gesamtvorhaben successive verwirklicht werden. Aber da lag dann auch schon
wieder der Teufel im Detail, denn z.B. war kein DDR-Betrieb in der Lage, die lufttechnische



Ausrustung fur den Reinraumbereich bereitzustellen — von den vielen anderen
technologischen Spezialausriistungen (TSA) mal ganz zu schweigen.

Anfang 1990 war man noch guter Hoffnung. Es wurde wieder einma um die noch nicht fertig
gestellten Flachen in dem halbfertigen Industriebau gestritten — dem bisher einzigsten Resultat
der grofl3en Illusion ,, MOEZ".

Aber immerhin standen noch Mittel fir den weiteren Ausbau zur Verfigung. —

Nur, wer sollte das noch machen? —

In Berlin war die Grenze offen, auch viele Werktétige des WFB erschienen nicht mehr zur
Arbeit, sondern machten Einkaufsbummel in Westberlin mit ihrem , 100DM-
Begriungsgeld“. Viele kamen auch gar nicht wieder und verdingten sich gar bald bel
SIEMENS oder anderen in Westberlin anséssigen Elektronikfirmen. Denen kam der
pl6tzliche Zuwachs sehr gut ausgebildeter Arbeitskréfte anfangs gerade recht, dadie ,, Insel®
immer sehr am Mangel qualifizierter Arbeitskréften litt und man auf3erdem damit den

Lohnforderungen ihres Stammpersonal s entgegenwirken konnte.

Dann kam Mitte 1990 die Wirtschafts- und Wahrungsunion und damit auch das ,,Aus* fir das
»Sensorwerk Hohenschonhausen®.

Auch im Stammwerk Oberschoneweide galt nur noch das Motto ,, Rette sich, wer kann®.

Der halbfertige Industriebau in Berlin-Hohenschénhausen, Pablo-Picasso-/Bitterfelder Str.
stand noch viele Jahre ungenutzt da und wurde dann schlief3lich wieder abgerissen und die

Grundstiicksflache , renaturiert”.

Von dem grof3en Vorhaben, ein,, Mikro-Optoel ektronisches Zentrum® in Berlin zu schaffen
sind nur noch ein paar viel sagende Dokumente tbrig geblieben.

Interessant ist vielleicht noch nachfolgende Zusammenstellung der optoel ektronischen
Bauelemente, welche im Zusammenhang mit dem ,MOEZ" bedeutungsvoll gewesen wéren.

Zum kompliziertesten Bauelement, welches jemals im WFB entwickelt wurde — der CCD-
Matrix L220C (576x512 Pixel), sel noch folgender Hinweis gegeben:
Die Komplexitat dieser Halbleiterstruktur Uberstieg bel Weitem die des 256kB-dynamischen



RAM-Speichers U61256D. Somit sind die besonders niedrigen Ausbeute-Kennziffern zu

erkl&ren.
AulRerdem wurden bereits erste positive Entwicklungsergebnisse zu speziell angepassten
optischen Filtern erzielt, was die Grundlage fur eine CCD-Farbfernsehkamera gewesen wére.



Bauelemente-Uber sicht Optoelektronik , MOEZ* (Auszug)

Ausbeute

Typbezeichnung | Beschreibung Basis F/E-Termin | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995
L110C CCD-Zeilensensor 256 Pixel 100mm | Produktion | 18,0 | 19,0 | 23,0 | 25,0 | 27,5 | 30,2 | 33,3 | 36,6 | 40,3
L133C CCD-Zeilensensor 1024 Pixel 100mm | Produktion |49 |90 |168 |18,0 |190 |23,0 |250 |27,5 |30,2
L143C CCD-Zeilensensor 2048 Pixel 100mm | K2/0: 10/88 066 |08 |105 |15 |24 |40 |60 |80
L151C CCD-Zeilensensor 3456 Pixel 100mm
L161C CCD-Zeilensensor 4096 Pixel 100mm
L172C CCD-Zeilensensor 512 Pixel, erhdhte 100mm

spektrale Empfindlichkeit
L211C CCD-Matrix 244x190 Pixel 100mm | K5/0:9/90 | 0,57 [0,83 | 1,2 15 |18 |20 |22 |25 |25
L212C CCD-Matrix 288x192 Pixel 100mm | K5/0:9/90 | 0,57 [0,83 | 1,2 15 |18 |20 |22 |25 |25
L216C CCD-Matrix 64x16 Pixel 100mm | K2/0: 10/88 348 |60 |90 |[100 |11,0 [12,0 | 13,0 |14,0
L220C CCD-Matrix 576x512 Pixel, CCIR-Norm | 100mm | K5/0: 12/91 0,03 |006 |04 |045 |05 |06 |07 |08
L212xC CCD-Matrix 244x199 Pixel
L220x CCD-Matrix 1576x512 Pixel

CCD-Matrix 256x256 Pixel K5/0: 6/92

CCD-Matrix 512x512 Pixel K5/0: 11/93




SP101-103 Fotodiode im Metall-Glas-Gehéuse 76mm Produktion | 5,28 | 6,05 | 6,12 | 6,4 6,7 7,0
SP105 Kameradiode A,-angepal3t 76mm Produktion | 5,28 | 6,05 | 6,12 | 6,4 6,7 7,0
SPI11-113, 115 | groBflachige Fotodiode 76mm Produktion | 5,28 | 6,05 | 6,12 | 6,4 6,7 7,0
SP106 IR-Fotodiode 76mm Produktion | 8,0 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0
SP201 Fototransistor, plastverkappt, Smm 76mm Produktion | 32,4 | 32,4
SP211 Subminiatur-Fototransistor, Metall- 76mm Produktion | 30,3 | 31,6 | 32,5 | 33,6 | 34,0 | 35,0
Keramik-Gehause
SP212 Fototransistor, plastverkappt, 2,2mm 76mm Produktion | 18,2 | 19,4 |20,3 | 21,4 |22,0 | 23,0
SP213 Fototransistor, plastverkappt, 3mm 76mm Produktion | 18,2 | 19,4 |20,3 | 21,4 | 22,0 | 23,0
SP215 Fototransistor, plastverkappt, Smm 76mm Produktion | 18,2 | 19,4 |20,3 | 21,4 | 22,0 | 23,0
SP120 IR-Empfanger 76mm Produktion
MBI101 Optoelektronischer Koppler 76mm Produktion | 36,6 | 37,2
(SP210/VQ110)
MB102 verbesserter MB101 76mm Produktion | 36,6 | 37,2 | 38,8 |39,7 | 40,0 | 41,0
MB104 universeller Koppler 76mm Produktion | 23,4 |24,6 | 26,2 | 28,0 |29,0 |30,0
MB105 verbesserter MB104 76mm Produktion | 23,4 |24,6 | 26,2 | 28,0 |30,0 |31,0
MBI111 Koppler mit integr. Verstirker 76mm Produktion |24,5 |26,5 | 284 |30,3 |32,0 | 33,0
MB112 Koppler mit Schottky-Diode 76mm Produktion | 7,35 | 7,74 |8,27 |9,90 | 11,0 | 12,0




MB123 Gabelkoppler 76mm | Produktion | 36,6 | 37,5 | 38,8 | 39,7 |40,0 |410
MB125 Miniaturreflexkoppler 76mm Produktion | 30,3 | 31,1 | 319 | 325 (330 | 34,0
SP104 Lichtleiter-Empfanger
SP107 schneller Lichtleiter-Empféanger
(820-830ns)
SP109 Lichtleiter-Empfanger im Spezialgehause
SP116 positionsempfindlicher Sensor
(Differenz-Fotodetektor)
SP117 positionsempfindlicher Sensor
(4-Quadranten-Fotodetektor)
SP118 Streifendetektor
SP119 2-dimensionaler Flachendetektor
SP123 vollflachiger Detektor
SP124 Kreisring-Detektor
SP10 UV-Fotodiode
SP15 Farbsensor
SP114 Avalanche-Fotodiode
SP04 grol¥lachige a-Teilchen-Detektor, 40mm
SP05 grol¥flachige a-Teilchen-Detektor, 25mm




SP06 grol¥flachige a-Teilchen-Detektor, 6,5mm

SP12 grof¥flachige Teilchen-Detektor, 70mm

SPO7 grof¥flachige Fotoempfénger, 25mm
(Elektronenstrahl detektor)

SP13 grof¥flachige Fotoempfénger, 10mm
(Elektronenstrahl detektor)

SP14 grof¥flachige Fotoempfénger, 25mm

angepasste Spektralempfindlichkeit

SP16 grof¥flachige Fotoempfénger,
angepasste Spektralempfindlichkeit

Die zahlreichen technol ogischen V erfahrensentwicklungen wurden hier nicht aufgefthrt.




Bauelemente-Bilder
Hier eine Auswahl der in 0.g. Liste aufgefthrten, noch in Entwicklung gewesenen Opto-
Bauelemente des WFB.
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Applikationen CCD-Matrix

Insbesondere mit den CCD-Sensoren — Zeilen und Matrizen — wurden bereits erste
Funktionsmuster von Anwendungsbei spielen gebaut — hier Fernsehkameras, die in ihrer
konsequenten Weiterentwicklung auch als farbttichtige Geréte konzipiert waren.

Ein Prototyp einer 2/3 Zoll CCD-Kamera mit voller Fernsehauflésung:
Sensor L 220 C (WFB) mit 512 x 576 Pixeln.
(Quelle: D. Vreisleben)

MFK 1040: Matrixfernsehkamera mit abgesetztem Steuergerat
(Sensor-Auflésung 190 x 244 Pixel). Rechts das Betriebsgerat.
(Quelle: D. Vreisleben)

Eine funktionsfahige CCD-Kamera ist im Bestand des Industriesalons.



Dokumente der , Schwar zen Tasche'

- VVS B39-24/84, Vorhabenstruktur und Charakteristik der Einzelobjekte
Mikrooptoelektronikzentrum Berlin, WFB, 09.07.1984

- VD L12/85/6, Weisung 7/85, Innerbetriebliche Mal3nahmen zur Untersetzung der SK (GVS B39-
1/85) zum Aufgabenkomplex ,PZ*, 21.06.1985

- VVS B39-82/85, Dokumentation zur Aufgabenstellung fiir das Investitionsvorhaben
.Mikrooptoelektronik-Zentrum Berlin — Sensorwerk Hohenschdénhausen®, 31.10.1985

- VVS B153-306/85, Bestatigungsurkunde fur das Vorhaben ,Geratefabrik Pankow" im Rahmen
des Investitionsvorhabens ,Mikrooptoelektronikzentrum® Berlin im VEB Werk fur
Fernsehelektronik Berlin, MEE (Meier), 23.12.1985 (2 Exemplare)

- VVS ER 1/1-364/85, Ausgewadhlte Investitionsvorhaben der speziellen Betriebe und ausgewahlte
Investitionen der ZSO und RdB, die den Investitionen der bewaffneten Organen gleichgestellt
sind, ca. 1986

- VVS B39-37/86, Strategische Zielstellung — Ubersicht zum Investvorhaben ,Mikro-Opto-
Elektronik-Zentrum (MOEZ) Berlin, WFB, 24.02.1986

- VVS B153/1422/86, Bestatigungsurkunde der Aufgabenstellung fur das Investitionsvorhaben
»Sensorwerk Hohenschénhausen®, 30.12.1986

- VVS ER I/1-7/87, Ausgewahlte Investitionsvorhabender speziellen Betriebe und ausgewahlte
Investitionen der ZSO und RdB, die den Investitionen der bewaffneten Organen gleichgestellt
sind, ca 1987

- VVS ER I/1-573/86, Stellungnahme zur Dokumentation der Aufgabenstellungen zum
Investitionsvorhaben ,Mikrooptoelektronik Zentrum Berlin — Sensorwerk Hohenschénhausen
Baustufe 1/1*, KME, ca. 1987

- VVS B39-168/87, Dokumentation zur Grundsatzentscheidung fur das Mikrooptoelektronik-
Zentrum Berlin — Sensorwerk Hohenschdnhausen

- VVS ER 1/1-504/87, Ausgewadhlte Investitionsvorhabender speziellen Betriebe und ausgewahite
Investitionen der ZSO und RdB, die den Investitionen der bewaffneten Organen gleichgestellt
sind, ca.1987

- VVS B153-49/87, Festlegungsprotokoll 21.01.1987 zum ,Sensorwerk Hohenschdnhausen® und
.Geratefabrik Pankow®, Protokollfiihrer: Nendel

- VVS B153-895/87, Protokoll der auRRerordentlichen Leiterberatung zu den Investitionsvorhaben
des ,Mikrooptoelektronikzentrum* Berlin, Protokollfiihrer: Nendel, 13.10.1987

- VVS B39-154/87, Konzept des GD zum weiteren Ausbau des Mikrooptoelektronikzentrums im
WFB 1991-1995, 30.10.1987

- Auftrag zur Vorlage einer Konzeption ,Mikrooptoelektronikzentrum Berlin — Sensorwerk
Hohenschénhausen, GD -> BD, 11.11.1987

- VVS B39-32/87, Objektliste Investitionen 1988

- VVS E002-364/88, Ausgewahlte Investitionsvorhaben der speziellen Betriebe und ausgewahlte
Investitionen der ZSO und RdB, die den Investitionen der bewaffneten Organen gleichgestellt
sind

- VVS B153-334/88, Protokoll der staatlichen Leiterberatung vom 01.06.1988 zu den
Investitionsvorhaben des ,Mikrooptoelektronikzentrum* Berlin, Protokollfihrer: Nendel,
01.06.1988

- VVS B39-106/88, Begrindung des Antrages auf LVO-Dringlichkeit flir das Investitionsvorhaben
.Laborwerkstatten Oberschéneweide”, 22.09.1988

- VVS B39-06/89, Vorlage: ,Grundlinie der Entwicklung und Bereitstellung optoelektronischer
Anzeigebauelemente im VEB Kombinat Mikroelektronik, 03.02.1989

- VVS B39-34/89, Konzeption zur modifizierten Nutzung des Vorhabens 001 003 Sensorwerk
Hohenschdnhausen im VEB Werk fir Fernsehelektronik Berlin, KME, 31.08.1989

- VVS B39-09/89, Brief WFB an KME, stellv. GD Scharwey betr. Nichtrealisierung des Vorhabens
LWS — Laborwerkstatten Oberschoneweide, 26.06.1989



Weitere Dokumente aus dem Archiv der ehemaligen Ausstellung ,, Technik im
Turm* desWFB

- VD 0O/2/80 Fuhrungskonzeption der BD des WFB zur Realisierung der M+A-Vorhaben ,Anlage
zur Herstellung von Farbbildwiedergaberéhren®, Aufbau von Produktionskapazitaten der
Optoelektronik®, Krel3ner — BD, 01.10.1980

- Lageplan MOEZ-Laborwerkstétten Oberschoneweide, 31.03.1981

- Brief an den PS und den BD des WFB betreffend die Strategie zur weiteren Entwicklung der
Halbleiter-Optoelektronik im WFB, 23.03.1982

- Kurzcharakteristik zum geplanten Investitionsobjekt des VEB Werk fir Fernsehelektronik
.Mikrooptoelektronik Berlin“ — Erste Ausbaustufe, 31.08.1983,

Dr. Schiller

- VD IGP/40/84 Direktionsvorlage Nr. 54/83, Vorhabencharakteristik zum Invest-Objekt
.Mikrooptoelektronik WF-Berlin, Schaffler — Dir. Invest, 26.10.1983

- (NfD) Fuhrungskonzeption des BD zur Vorbereitung und Realisierung des Invest-Vorhabens
.Mikrooptoelektronik — WF*, Direktionsvorlage DV 1-1/84, Schiller — Werkleiter HL, 29.12.1983

- Berufung des Sonderbeauftragten Klaus Walther durch Gen. Wekker (MEE), 1984

- MEE - Der Minister, Mikrooptoelektronik-Zentrum Berlin, (unvollstdndige Kopie zum
Standortvorschlag SWH), 10.02.1984

- Diskussionspapier zum Standortvorschlag fur ein ,Mikrooptoelektronik-Zentrum Berlin und ein
Lichtleiterkabelwerk”, (Verfasser unbekannt), Lageplane vom BMK Erfurt, 09.03.1984

- Vorhabencharakteristik fur ein Industrieinstitut der Mikrooptoelektronik Berlin, (Verfasser
unbekannt), 25.03.1984

- Grob-Aufgabenstellung fiir einen RMB/FMB-Komplex im Gesantvorhaben ,MOEB*,
Arbeitspapier des BD, Gen. Krel3ner, 04.04.1984

- Erster Nachtrag zur Dir.-Vorlage DV-13/84 vom 14.3.1984, Arbeitsplan der HA Projektierung
1984...“Mikrooptoelektronik-Zentrum Berlin®, Auskunftsbericht zum Stand der Vorbereitungen...,
Schulz — amt Dir. Invest, 11.05.1984

- VD H14/84, Nomenklatur zum Schutz von Staats- und Dienstgeheimnissen fir das
Investvorhaben ,Mikrooptoelektronikzentrum Berlin®, Krel3ner — BD, 15.05.1984

- Terminablaufplan zur Erarbeitung der AST zum Vorhaben ,Mikrooptoelektronik — Zentrum Berlin®,
Freyny — Leiter Projektierung, 17.05.1984

- Verantwortlichkeiten der Teilvorhaben/Objekte zum Vorhaben ,MOEZB", (namentliche
Auffiihrung), 13.06.1984

- VD IGP/33/84 Stand der Vorbereitung der Vorhabens ,Mikrooptoelektronik-Zentrum Berlin®,
Direktionsvorlage DV | — Nr. 39/84, Schulz, amt. Direktor Invest, 31.08.1984

- VD IGP/37/84 Vorhaben MOEZ — Objekt- und Leistungsstrukturen, Scheffler — Dir. fur
Investitionen

- AK-Zielfestlegungen des Fiihrungsstabes zum Vorhaben MOEZ, Dr. Schiller — Leiter
Fuhrungsstab, 24.09.1984

- VD 0O/13/1984 Konzept der Wirtschafts- und Leitungsorganisation fir das Investvorhaben Mikro-
Optoelektronisches Zentrum Berlin, Dr Jahns — Dir. fir Organisation und Datenverarbeitung,
30.11.1984

- VD 0/1/1985, Fuhrungskonzeption des BD des WFB zur Vorbereitung, Durchfiihrung und
Inbetriebnahme des Investitionsvorhabens ,Mikrooptoelektronik-Zentrum Berlin®, Kre3ner — BD,
11.01.1985

- Konzeption zur Realisierung der...technischen Sicherheit, (TV1-TV3), 3 Anlagen, Piecha — Abt.-
Ltr., 26.03.1985

- Strukturplan fur den Werkteil ,MOEZ" (2x), Dr. Jahns — Dir. fiir Org. und DV, 03.07.1985

- VD TG1/05/85, Leitungskonzeption der Auftragsleitung Sondervorhaben fiir Mikrooptoelektronik-
Zentrum Berlin“, Preuf — Auftragsleiter, 04.07.1985

- VD TGP/55/85 Mikrooptoelektronik-Zentrum Berlin, Antrag Staatliche Bauaufsicht auf
Ausnahmegenehmigung zur Verwendung von Walzstahlerzeugnissen, Scheffler — Dir. fiir
Technik, 30.11.1985

- VD TGP/54/85 Antrag auf Erteilung der Standortgenehmigung an Magistrat von Berlin —
Bezirksplankommission Abt. Standortplanung/Flachennutzung, Scheffler — Dir. fir Technik,
30.11.1985

- VD TG1/23/85 Stellungnahme Vorhaben MOEZ ,Gerétfabrik Pankow" (LVO), Schreiben an die
Zentrale staatliche Inspektion fir Investitionen, Preul — Auftragsleiter Sondervorhaben,
02.12.1985



VD TGP/57/85 Leiterinformation zur AST Investvorhaben MOEZ — SWH

(2 Exemplare), Preul3 — Auftragsleiter Sondervorhaben, zahlreiche Gebaudezeichnungen,
28.12.1985

VD TG1/9/86 Protokoll der Klausurberatung der Arbeitsgruppe Bau zum Vorhaben MOEZ — SWH
TV 1-3 (handschriftlich), Sommer — WFB, 17.02.1986

Ubersichtsblatt Hauptterminplan SWH — Berlin, PreuR — Auftragsleiter, 04.03.1986

VD TG1/14/86 Materieller Investaufwand gem. Bestatigungsberatung AST-SWH vom
14.03.1986, (Verfasser unbekannt), Zeitraum 1986 bis 1990, betr. TV1 bis TV4, (Datum
unbekannt)

Rahmenvereinbarung zwischen Magistrat Berlin und WFB zur Sicherung des Investvorhabens
,MOEZ" im Zeitraum 1986 — 1990 (Entwurf), mit Anschreiben an Krack — OB von Berlin, Kref3ner
— BD (ausgearbeitet Zander — Dir. fir Sozialokonomie), 18.04.1986

Personliche Information — Kref3ner, Gesamtiiberblick F/E-Themen 1986 bis 1990,

Dr. Heine — Sonderbeauftragter des BD, 25.06.1986

VD T/12/86 Leitungskonzeption des Direktorates fur Technik fur die Vorbereitung, Durchfihrung
und Inbetriebnahme der Vorhaben ,MOEZ*, Geratefabrik Pankow und Sensorwerk
Hohenschdnhausen, Scheffler — Dir. fir Technik, 28.07.1986

VD IP/54/86 Sensorwerk Hohenschdonhausen — Objektliste, Plankennzahlen und Beschreibung,
(Datum unbekannt)

Grundrif3 Funktionsgebaude Slabystr., 09.10.1987

VD IP/18/87 Dokumentation — Aufgabenstellung Mikrooptoelektronik-Zentrum Berlin, Vorhaben
MOEZ — Laborwerkstéatten Oberschoneweide, KME, Wedler — GD, 29.04.1987 (Krel3ner — BD), 4
Teile — insgesamt 225 Seiten

Abstimmungsprotokoll zum Vorhaben MOEZ, SWH — Bauleistungen, GAN Elektroinvest Jena,
BMK Erfurt, 21.06.1988

Auskunftsbericht zur 6. Kontrollberatung 1988 zum Investprogramm ,MOEZ", Krel3ner — BD,
20.07.1988

Auskunftsbericht zur Staatlichen Leiterberatung am 18.08.1988 zum Investvorhaben ,MOEZ",
Schreck — BD GAN Elektroinvest Jena (bestatigt: Biermann — GD KCZ), 09.08.1988
Auskunftsbericht zur 6. Kontrollberatung 1988 zum Investvorhaben ,MOEZ", Schreck — BD GAN
Elektroinvest Jena, 10.08.1988

Festlegungsprotokoll der 6. Kontrollberatung 1988 zum Investvorhaben ,MOEZ", Scharwey —
SGD KME, 18.08.1988

Protokoll Nr. 11/88 der Staatlichen Leiterberatung zum Investvorhaben ,MOEZ", Nendel —
Staatssekretar MEE, 19.08.1988

Mafinahmeplan GD-Vorlage ,Grundlinie der Entwicklung und Bereitstellung optoelektronischer
Anzeigebauelemente”, Krel3ner — BD, 29.08.1989

Auskunftsbericht zur 7. Kontrollberatung 1988 zum Investvorhaben ,MOEZ", Schreck — BD GAN
Elektroinvest Jena, 08.09.1988

Festlegungsprotokoll der 7. Kontrollberatung 1988 zum Investvorhaben ,MOEZ", Scharwey —
SGD KME, 16.09.1988

Innerbetriebliches Schreiben an Preul3 — Dir. fir Grundfondwirtschaft, Teilinbetriebnahme SWH —
12/91, Prof. Dr. Schimko — Dir. fir Forschung und Technologie, 06.12.1988

Protokoll der 54. Beratung des Fuhrungsstabes ,MOEZ", Prof. Dr. Schimko — Leiter des FS
MOEZ, 03.01.1989

Schreiben an GAN Elektroinvest Jena, Arbeitsweise am Vorhaben SWH, Preuf3 — Direktor fur
Grundfondwirtschaft, 09.01.1989

Leiterinformation — Konsequenzen aus der Teilinbetriebnahme SWH, Prof. Schimko — Direktor
F/T, 12.01.1989

Auskunftsbericht zur 1. Kontrollberatung zum Investitionskomplex MOEZ, Schreck — Direktor
GAN Elektroinvest Jena, 13.01.1989

Festlegungsprotokoll der 1. Kontrollberatung 1989 zum Investvorhaben ,MOEZ, Scharwey —
SGD KME, 26.01.1989

Protokoll der 55. Beratung des Fuhrungsstabes ,MOEZ", Prof. Dr. Schimko — Leiter des FS
MOEZ, 02.02.1989

Leiterinformation tber eine Konsultation der Fa. Deutsche Babcock Anlagen AG zum Angebot
einer ProzelRabwasseranlage (Ort: Kulmbach), Preuf3 — Dir. fir Grundfondwirtschaft, 06.02.1989
Auskunftsbericht zur 2. Kontrollberatung 1989 zum Investitionskomplex MOEZ, Preul3 — Direktor
fur Grundfondwirtschaft, 13.02.1989

Auskunftsbericht zur 2. Kontrollberatung 1989 zum Investitionskomplex MOEZ, Schreck —
Direktor GAN Elektroinvest Jena, 20.02.1989

Schreiben an die Deutsche Post BD Berlin — Seemann, MOEZ — Erweiterung einer
Nebenstellenanlage, (weiter Dokumente Telefonanschluf? betreffend), Krel3ner — BD, 15.3.1989



Teilinbetriebnahmekonzeption fur das Investvorhaben ,MOEZ — SWH, Baustufe I/1, abgestimmt
mit GD CZJ — Biermann, BD des GAN Elektroinvest Jena — Schreck, GD KME — Prof Dr. Wedler,
17.03.1989

Festlegungsprotokoll der Sonderberatung zum Vorhaben ,MOEZ — SWH",

Scharwey — SGD KME, 20.03.1989

Auskunftsbericht zur 3. Kontrollberatung 1989 zum Investitionskomplex MOEZ, Schreck —
Direktor GAN Elektroinvest Jena, 31.03.1989

Auskunftsbericht zur 3. Kontrollberatung 1989 zum Investitionskomplex MOEZ, Preuf3 — Dir. fur
Grundfondwirtschaft, 05.04.1989

Protokoll der 56. Beratung des Fuhrungsstabes ,MOEZ", Prof. Dr. Schimko — Leiter des FS
MOEZ, 06.04.1989

Festlegungsprotokoll der 3. Kontrollberatung 1989 zum Investvorhaben ,MOEZ*

(2 Exemplare), Scharwey — SGD KME, 14.04.1989

Festlegungsprotokoll des 35. Leiter-Rapports ,MOEZ*, (ein Original, eine Kopie), Kre3ner — BD,
26.04.1989

Auskunftsbericht zum 4. Kontrollrapport 1989 zum Investitionskomplex MOEZ, Preul3 — Dir. fur
Grundfondwirtschaft, 19.05.1989

Auskunftsbericht zur 4. Kontrollberatung 1989 zum Investitionskomplex MOEZ, Schreck —
Direktor GAN Elektroinvest Jena, 23.05.1989

Protokoll der 57. Beratung des Fuhrungsstabes ,MOEZ", Prof. Dr. Schimko — Leiter des FS
MOEZ, 26.05.1989

Protokoll der 58. Beratung des Fuhrungsstabes ,MOEZ", Prof. Dr. Schimko — Leiter des FS
MOEZ, 08.06.1989

Festlegungsprotokoll der 4. Kontrollberatung 1989 zum Investvorhaben ,MOEZ", Scharwey —
SGD KME, 08.06.1989

Festlegungsprotokoll der Sonderberatung zur Teilinbetriebnahme ,SWH*, KME, Scharwey,
12.06.1989

Bericht zum Stand der Vorbereitung der Vorhaben ,MOEZ — Betriebsschule, Betriebsgaststatte*,
Bereich Projektierung und Investvorbereitung (Verfasser unbekannt, weitere Dokumente, die
gleichen Vorhaben betreffend anhéngend), 13.06.1989

Schreiben an den SGD AHB Industrieanlagen-Import — Boldt, MOEZ — Import einer
Prozessabwasser-Behandlungsanlage, Krel3ner — BD, 21.06.1989

Schreiben an Magistrat Berlin, Bezirksplankommision Abt. Territoriale Koordinierung, betr.
,Gleisanschluf3 fuir MOEZ Hohenschénhausen, Kref3ner — BD, 26.06.1989

Schreiben an GD KME, MOEZ — Betriebsgaststatte Realisierungsbeginn, KreRner — BD, (incl.
Antwortschreiben des GD an BGL), 06.07.1989

Auskunftsbericht zur 5. Staatlichen Leiterberatung am 13.07.1989 zum Investvorhaben ,MOEZ" —
Sensorenwerk Hohenschonhausen, Betriebsschule, Schreck — Direktor GAN Elektroinvest Jena,
07.07.1989

Protokoll der 5. Staatlichen Leiterberatung 1989 zum Investvorhaben ,MOEZ*", Nendel —
Staatssekretar MEE, 14.07.1989

Schreiben an den Rat des Stadtbezirks Berlin Hohenschdonhausen, ,MOEZ" — SWH,
Erdstoffzwischenlager Wildschutzgebiet, Krel3ner — BD, 21.07.1989

Schreiben an GAN Elektroinvest Jena, ,MOEZ* — SWH, Mutterboden und Erdstoffzwischenlager,
Kref3ner — BD, 21.07.1989

Auskunftsbericht zum 6. Kontrollrapport 1989 zum Investvorhaben MOEZ — Laborwerkstatten
Oberschéneweide, Preuf — Direktor fir Grundfondwirtschaft, 08.08.1989

Auskunftsbericht zur 6. Staatlichen Leiterberatung 1989 zum Investvorhaben ,MOEZ" — SWH,
Betriebschule, Schreck — Direktor, 10.08.1989

Anschreiben fur Dokumentation ,MOEZ", Laborwerkstatten Oberschoneweide,

Preuf3 — Dir. fur Grundfondwirtschaft, 11.08.1989

Schreiben MEE — Meier an GD KME — Wedler, Entwurf Grobkonzeption modifizierte Nutzung
SWH, 15.8.1989

Personliche Information zum Investvorhaben MOEZ, 18.08.1989;

(VVS B39-34/89 ??7?) Konzeption zur modifizierten Nutzung des Vorhabens SWH, Prof. Dr.
Wedler, 31.08.1989

Investvorhaben ,MOEZ", Dokumentation zur Grundsatzentscheidung 2, Stellungnahmen, Preul3
— Dir. fur Grundfondwirtschaft an BD, 23.08.1989

Auskunftsbericht zur 7. Staatlichen Leitertagung zum Investitionskomplex MOEZ, Schreck — GAN
Elektroinvest Jena, 13.09.1989

Festlegungsprotokoll der 7. Staatlichen Leitertagung 1989 zum MOEZ, Prof. Dr. Wedler — GD
KME (Kref3ner BD WFB), 22.09.1989



Plan der Vorbereitung zum Richtfest ,MOEZ" Hohenschénhausen am 3.10.1989, Schimko —
Leiter des Fuhrungsstabes MOEZ, 24.08.1989

Protokoll der 59. Beratung des Fihrungsstabes ,MOEZ* , Schimko — Dir. fir Forschung und
Technologie, 25.09.1989

Schreiben an GAN Elektroinvest Jena, MOEZ Betriebsgaststatte S2000, Krel3ner — BD,
29.09.1989

Auskunftsbericht zum 8. Kontrollrapport zum Investvorhaben MOEZ, Krel3ner — BD, (erarbeitet
Preufd — Dir. fur Grundfondwirtschaft, 12.10.1989

Schreiben an SED-Bezirksleitung, ,MOEZ"-Betriebsschule WF, Krel3ner — BD, 16.10.1989
Auskunftsbericht zur 8.Staatlichen Leiterberatung 1989 zum Investitionskomplex MOEZ, Schreck
— Direktor GAN Elektroinvest Jena, 19.10.1989

Schreiben an KME - Wedler, ,MOEZ" — Fallinformation zum Stand der Ausfiihrungsprojektierung,
Kref3ner — BD, 23.10.1989

Schreiben MEE — Meier an GD KME — Wedler, Modifizierte Nutzung SWH (Bezug auf VVS B39-
34/89), 25.10.1989

Festlegungsprotokoll der 8. Staatlichen Leiterberatung 1989 zum Investvorhaben MOEZ,
Scharwey — SGD KME, 01.11.1989

Protokoll der 60. Beratung des Fuhrungsstabes ,MOEZ", Prof. Dr. Schimko — Leiter des FS
MOEZ, 02.11.1989

Auskunftsbericht zur 9. Staatlichen Leiterberatung 1989 zum Investitionskomplex MOEZ, Schreck
— Direktor GAN Elektroinvest Jena, 20.11.1989

Festlegungsprotokoll der 9. Staatlichen Leiterberatung 1989 zum Investvorhaben MOEZ,
Scharwey — SGD KME, 24.11.1989

Protokoll der 61. Beratung des Fuhrungsstabes ,MOEZ", Prof. Dr. Schimko — Leiter des FS
MOEZ, 12.12.1989

Aktennotiz Preuld an Krel3ner betr. Mitteilung des Beauftragten des GD BMK Chemie Halle zum
Funktionsgeb&ude Slabystr., 12.12.1989

Flachennutzungsplan Teilinbetriebnahme SWH — Objekt 1500, 12.12.1989

Schreiben GD KME — Wedler, MOEZ TV2 — Funktionsgeb&aude Slabystr., Fallinformation,
Kref3ner — BD, 02.01.1990

Protokoll der 62. Beratung des Fuhrungsstabes ,MOEZ", Prof. Dr. Schimko — Leiter des FS
MOEZ, 19.01.1990

Protokoll Auftragsleiter-Rapport Nr. 3/90 SWH, Preul3 — Dir. fir Grundfondwirtschaft, 28.02.1990



Weiter e wichtige Dokumente

Es gibt noch einige Dokumente aus dem Fundus des GFGF-Archivs, die nicht explizit zum
Vorhaben ,MOEZ* gehdren, aber wegen ihrer allgemeinen Wichtigkeit hier noch zusétzlich
aufgefuhrt werden sollen:

- Verzeichnis gultiger Dienstanweisungen (Stand 01.03.1979), KME — Organisation und
Datenverarbeitung (VEB WFB Betriebsdirektor)
- Erganzung zu o.g. Aufstellung

- Verfugung Nr. 18/79, Uber die Mitarbeit des Industriebereiches Elektrotechnik und Elektronik in
der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) vom 15.08.1979
Minister MEE, gez. — Steger —

- Dienstanweisung Nr. 20/79/E (NfD), Methoden zur Planung, Erfassung und Abrechnung der
Ausbeutekennziffern des Kombinat Mikroelektronik, KME/GD — Dr. Wedler, 15.05.1979

- Weisung Nr. 6/79 (NfD), zur Regelung der Abgabe von neuentwickelten Konsumgutern als
Muster- und Testgerate, KME/GD — Dr. Wedler, 21.06.1979

- Dienstanweisung Nr. 05/79/C (NfD), Informationsordnung der VEB Kombinat Mikroelektronik,
KME/GD - Dr. Wedler, 01.03.1979

- Dienstanweisung Nr. 52/78/B (NfD), Ausarbeitung, Kontrolle und Auswertung der
JahresabschluRdokumente 1978(Jahresfinanzkontrollbericht), KME/GD — Dr. Wedler, 15.11.1978

- Dienstanweisung Nr. 61/78/0 (NfD), Geschéftsverteilungsplan des VEB Kombinat
Mikroelektronik, KME/GD — Dr. Wedler, 21.12.1978

- VD KA/8/78, Dienstanweisung Nr. 73/78/K, ,Arbeitsordnung” der NSW-Guachtergruppe fir den
Import-Bedarf an elektronischen Bauelementen im VEB-Kombinat Mikroelektronik, KME/GD — Dr.
Wedler, 01.07.1978

- Dienstanweisung Nr. 40/78/0 (NfD), Stellung, Aufgaben, Rechte und Pflichten des VEB
Applikationszentrums Elektronik Berlin, KME/GD — Dr. Wedler, 30.06.1978

- VD 0O/16/78, Dienstanweisung Nr. 27/78/0, Bildung, Aufbau und Arbeitsweise des VE
Aullenhandelsbetriebes im VEB Kombinat Mikroelektronik, KME/GD — Dr. Wedler, 31.05.1978

- Dienstanweisung Nr. 31/78/0 (NfD), Stellung, Aufgaben Rechte und Pflichten des VE Institut fir
Mikroelektronik Dresden (IMD), KME/GD — Dr. Wedler, 01.09.1978

- Dienstanweisung Nr. 35/78/GR, Kooperationsoernung des VEB Kombinat Mikroelektronik gemaf3

830 der Verordnung tber Aufgaben, Rechte und Pflichten der volkseigenen Betriebe, Kombinate
und VVB vom 28.03.1973 (GBI. Teil I, S. 129), KME/GD — Dr. Wedler, 23.03.1978

...des Weiteren noch zahllose Hinweis-Zettel auf weitere Dienst-Dokumente...



12.  Ergéanzung: Konzeption Fertigungseinfihrung L220C

Es ist noch ein wichtiges Dokument betreffend die CCD-Matrix L220C aufgetaucht.

Dabei handelt es sich um die ,, Konzeption Fertigungseinfiihrung L220C* vom 30.12.1988,
eingestuft eigenartigerweise nur as normale ,, Dienstsache”. Dieser Entwurf wurde vom
gleichnamigen Jugendforscherkollektiv erarbeitet, wobei Zuarbeiten von den Herren Dr.
Nurnberg, Brosowski, Fischer (HST), Fritzsche (HST), Hahn, Iligen, Dr. Kaletta, Krause, L 0ser,
Munte, Rockoff, Trompter sowie von Frau Hettfleisch, Frau Kiefdling, Frau Maal3, Frau
Schiemann, Frau Steckmann, Frau VIcek und Frau Voigtlander verwendet worden.
Unterschrieben ist das Dokument vom HA-Leiter Dr. Hartmann (HSE) und Dr. Frank Taubner
as Leiter des Jugendforscherkollektivs.

Inhaltlich werden auf den 49 Seiten und 5 Anlagen entsprechend der damals Giblichen
Vorgehenswei se zunéchst eine Zusammenfassung und Festlegungsvorschlége gebracht. Die sich
daran anschlief3ende ausfuhrliche Auseinandersetzung mit dem Bauelement an sich und den
technologischen, sowie auch den 6konomischen Anforderungen |af3t sich recht gut an

nachfolgendem Inhaltsverzeichnis festmachen.

Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung

Festlegungsvorschlage

1. Grundsatzliches zur Marktanalyse fir die L 220 C

2. Beschreibung des Bauelements L 220 C 10
2.1. Bisher realisierte Varianten 10
2.2. Beschreibung der Technologie der L 220 C 12
2.3. Offene Fragen der Technologie-Entwicklung 16
2.4, Bewertung der erreichten Qualitat der L 220 C 19
2.5. Der erreichte Stand der Ausbeute 20
2.5.1. Klassifizierung der auftretenden Ausfallsachen 20
2.5.2. Der EinfluR parametrischer Fehler 21
2.5.3. Der EinfluR der zufélligen Fehler 24
2.6. Die Ausbeuteentwicklung bis 1995 26
3. Plan zur Fertigungseinfihrung der L 220 C 31
3.1 Aufbau des Zyklus 1 31
3.1.1 Anlagenkonzeption 31
3.1.2. Raumbelegungsplan 33
3.1.3. Hauptfristenplan 36
3.2. Prozel3steuerung 38

3.3. Messtechnik 39



3.3.1. Physikalische Messtechnik 39

3.3.2. Dynamische Messtechnik 40
3.4. Zyklus 2 40
3.5. Arbeitskréafteeinsatz 41
4. Okonomische Betrachtungen 44
4.1, Definitionen 44
4.2. Bestimmung von Grundléhnen und Grundmaterial 45
4.3. Bestimmung des Gemeinkostensatzes 46
4.4. Bestimmung der Selbstkosten und des Gewinns 48
5. Ausblick 49

Anlagen 1 bis 5

Daessich hierbei um ein einmaliges Dokument aus der Halbleiterentwicklung der DDR handelt
und es auf unbestandigem Ormig-Papier abgedruckt ist, wurde es komplett gescannt, jedoch in
Folge des hohen Aufwandes (Nachbearbeitung) (noch) nicht OCR-aufbereitet.

Die Gesamtgrof3e der Dateien liegt deshab bei ca. 45MB.

Leider fehlt auch S16 und die Anlage Blatt1.



13. Ergénzung: Blaue LED ausdem WF?
In diverse Elektronik-Foren geisterten Fragen herum, ob und in welchem Ausmal? im WF bereits

an , Blauen LEDS' gearbeitet wurde.

An das fUr uns heute selbstverstandliche Bauelement — in seiner weiteren Ausbildung als
»wel(3strahlende LED* bekannt — hatten zwar in den 1980ern schon einige international fihrende
Optoel ektronik-Firmen gedacht und es gab auch schon Labormuster ,,Blauer LEDs, aber deren
technische Parameter und vor allem der Preis lief3en eine breite Anwendung als noch nicht
gegeben erscheinen.

Auch im WFB beschéftigte man sich zu dieser Zeit mit diesem Thema, jedoch noch weit vorn im
Bereich der Grundlagenforschung und Fremdmusteruntersuchung. Fremdmuster gab es nicht nur
aus dem NSW, sondern auch aus der UdSSR — hier vordergriindig aus dem Bereich des
Militarisch-Industriellen Komplexes. Offensichtlich im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit auf der Grundlage der Vereinbarungen des Warschauer Paktes war speziell auf
dem Gebiet der Landesverteidigung Vieles moglich.

Als Beispiel seien folgende Bilder zu nennen:

Blaue LED aus der UdSSR

Historisch gesehen ist SIC eines der ersten Halbleitermaterialien, an dem Lumineszenz-
Erscheinungen beim Stromdurchgang schon in den 1920er Jahren beobachtet wurden. Durch
»verunreinigung® — heutzutage wirde man ,, Dotierung® dazu sagen — mit verschiedenen anderen
Elementen ist es prinzipiell mdglich Emissionen im roten, griinen und sogar blauen und violetten
Lichtspektrum zu erzeugen. Eine technische Verwertung war jedoch zu diesem Zeitpunkt noch
nicht moglich, da dazu weder die theoretischen Grundlagen bekannt waren, noch die

entsprechenden Industrie-Technologien zur Verfligung standen.

Dipl.-Ing. Harald Sommerfeldt — ein Entwickler aus dem WFB — schreibt in einer

Veroffentlichung unbekannter Herkunft u.a. Folgendes:



.- Auf dem Weg zur blaustrahlenden LED wurde neben dem schon erwahnten SiC auch das
GaN untersucht. Als A By-Verbindung mit direktem Bandibergang und e nem Bandabstand
von Ey = 3,3 eV bietet es hervorragende V oraussetzungen fir die Herstellung eines LED-
Typenspektrums, das den gesamten sichtbaren Wellenlangenbereich tberstreicht. Als mdgliche
Dotanden werden Lithium (Li) fur gelbe, Cadnium (Cd) fir grine, Zink (Zn) fur blaue und
Magnesium (Mg) fur violette L umineszenz angegeben.

Nur ein entscheidender Fakt steht der Realisierung im Wege:

Es a3t sich nicht p-leitend dotieren. Die vorherrschende n-Leitung kann durch Dotieren gerade
noch aufgehoben werden, wodurch der Halbleiter eigenleitend ist. Ein solches auch as i-leitend
(engl.: intrinsic) bezeichnetes Gebiet 1813t sich zur Ausbildung eines i-n-Obergangs nutzen. Die
entstehende i-n-LED weist wegen des hohen spezifischen Widerstandes des

i-Gebiets eine sehr flache U/I-Kennlinie auf. Stréme im mA-Bereich werden erst bel
FluRspannungen von nahezu 100 V erreicht. Auch die Anwendung des Schottky-K ontakts
brachte keine akzeptablen Erfolge.

Erwahnt werden soll in diesem Zusammenhang noch die Entwicklungsrichtung, blaue
Strahlung durch Umwandlung infraroter Strahlung zu erzeugen. Das gelingt durch Be-
schichtung der Oberflache infrarot strahlender Emitterdioden (IED) mit kristallinen
Phosphoren. Dabei werden Photonen der langwelligen Infrarotstrahlung von bestimmten

lonen dieser Phosphore gewissermal3en gesammelt und die entsprechende Energie an

andere lonen mit hohergelegenen Anregungsniveau weitergereicht...”

Letzteres Verfahren wird heutzutage Uberwiegend bei den modernen Blau-Weil3-strahlenden
LEDs verwendet.

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass im WFB zwar Grundlagenforschung auf
dem Gebiet ,,Blaue LEDS"* betrieben wurde, aber zu einer Erzeugnisentwicklung und Produktion
waére noch ein weiter Weg gewesen.

Auch in den einschlagigen Perspektivplanen ist von ,,Blauen LEDs* noch keine Spur zu finden,
obwohl man sich schon friihzeitig - wiederum als Grundlagenforschung - z.B. im ZRF Dresden
mit sog. ,RGB-Matrizen® fir zukinftige Bildwiedergabe-Einrichtungen beschéftigte und somit
perspektivisch ein gewisser Bedarf prognostizierbar gewesen ist.

Jedoch sollte der Hinweis nicht unterbleiben - weiter oben wurde das bereits erwahnt, dass dann
Anfang der 1990er Jahre in der ausgegrindeten Fa. ,, Optosys GmbH Berlin® — ehemals WF-
Werksteil ,, Rhinstrasse” — doch schon ,,Blaue LEDS" in Serienfertigung hergestellt und
angeboten wurden.



14. Waeltere Erganzung:
Applikative Varianten der CCD-Technologie —Verzoger ungsleitung L 301

Esist schon lange bekannt - vor alem aus militérischen Anwendungen, dass mittels der CCD-
Technologie Analog-Signale fur kurze Zeit verzogert, d.h. gespeichert werden kdnnen.

Auch im WFB hatte man an solche Applikationen fur die vorhandene CCD-Technologie (CCD-
Sensorzeilen und Matrizen) gedacht und erste Untersuchungen angestellt. Vordergrindiges
Anwendungsgebiet sollte dazu die Videotechnik sein.

Bei dieser Ubertragungstechnik ist esimmer mal wieder notwendig, Signale so lange zu
verzogern, dass sie in das vorgegebene Zeitschema passen. Bekanntestes Beispiel dafir sind die
Verzogerungsleitungen in Farbfernsehempfangern. Sowohl das PAL-, wie auch dasin der DDR
damals noch verwendete SECAM-V erfahren erfordern z.B. die Verzégerung des Videosignals
fUr den Zeitraum einer Videozeile, d.h. fir ca. 64us. Zum damaligen Zeitpunkt wurden solche
Verzogerungsleitungen tber Laufzeiteffekte in Quarzglaskorpern realisiert (CV20/CV40 -
ebenfalls eine WFB-Entwicklung, deren Produktion jedoch in das Berliner SECURA-Werk
ausgelagert wurde).

Es lag also nahe Alternativen fir diese immer noch recht volumindsen Bauelemente mithilfe der
CCD-Technologie zu finden.

In der angegebenen Literaturstelle gibt es fir die CCD-Verzégerungseitung L 301 — leider kein
Datenblatt mit Gbersichtlicher Parameter-Angabe, deshalb hier eine Zusammenfassung aus dem
Text:

Anzahl der Verzogerungsstufen: 283
Betriebsspannung: 5v/12v
Chipmalie: 1,2mm x 1,2mm
Taktfrequenz: 4,43361875 MHz
Grenzfrequenz: 5 MHz (10 MHz)
Dynamikbereich: typ. 65dB
Durchlaf3verstarkung: ca. 0,44
Rauschspannung: ca. 287 pv

Das Bauelement wurde Anfang der 1990er Jahre nicht mehr weiterentwickelt, weil das WFB an
SAMSUNG verkauft wurde und dort nur noch fir wenige Jahre die Bildrohren-Produktion lief.
Der Forschungsbereich "F& E fir hochintegrierte optische Sensoren” wurde geschl ossen.

In der Literaturstelle berichtete der Autor auch dartiber, dass bei ihm noch einige Exemplare
Versuchsmuster vorrétig sind.

[1] Dipl.-Ing. Michael Pierschel: CCD-Verzdgerungszeilen, rfe 41 (1992), H1, S15-17, H2, S104-106, S118



